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요약

본 발명은 가시광을 투과하는 광투명성 기판내에 가시광을 산란하는 광산란성부 및 가시광을 투과하는 광투과성 개

구부를 구비한 광학소자기판을 유기전계발광소자의 광 취출기판으로서 사용한다. 이에 의해 기판 외부로의 광 취출 

효율이 증가하고, 고휘도의 휘도의 유기전계발광소자가 얻어져 유기전계발광소자의 광취출 효율을 향상시키는 광학

소자기판, 고휘도의 유기전계발광소자 및 유기전계발광표시장치를 제공하는 것을 특징으로 한다.

대표도

도 1

색인어

유기전계발광소자, 광취출효율, 광산란성부, 광투과성 개구부
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명세서

도면의 간단한 설명

도 1 및 2는 본 발명의 광학소자용 기판의 단면 모식도의 일례,

도 3 내지 7은 본 발명의 광학소자용 기판의 평면 모식도의 일례,

도 8 내지 11은 본 발명의 광학소자용 기판의 단면 모식도의 일례,

도 12는 본 발명의 광학소자용 기판의 제조의 한 공정을 도시한 기판 단면 모식도,

도 13은 본 발명의 광학소자용 기판의 제조의 한 공정을 도시한 모식도,

도 14는 본 발명의 광학소자용 기판의 제조공정의 단면모식도의 일례,

도 15 및 16은 본 발명의 광학소자용 기판의 제조의 한 공정을 도시한 모식도 및

도 17 및 18은 본 발명의 광학소자용 기판을 이용한 유기전계발광소자의 단면 모식도의 일례이다.

도 19 내지 21은 본 발명의 광학소자용 기판을 포함하는 능동 매트릭스 유기전계발광소자의 단면 모식도의 일례이다

.

(도면의 주요 부위에 대한 부호의 설명)

10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 100, 101, 600 : 광투명성 기판

20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 200, 201, 650 : 광산란성부

30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 300, 301, 651 : 광투광성 개구부

40: 평탄화층 41 : 깊이(L)

42 : 주기 50 : 양극

60 : 발광 중심 61 : 임계각

62 : 출사광 70 : 유기 전계발광층

71 : 조사광 72 : 포토마스크

73, 74, 75 : 감광성 재료 80 : 레이저 광원

81 : 빔스프리터 82 : 빔엑스팬더

83 : 레이저 광속 84 : 미러

90 : 홈 91 : 광산란성 재료

500, 501 : 음극 510 : 유기층

520 : 양극 530 : 발광층

540 : 정공수송층
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발명의 상세한 설명

발명의 목적

발명이 속하는 기술 및 그 분야의 종래기술

본 발명은 전류구동에 의해 특정 파장 영역의 광을 발광하는 광학소자용 기판 및 이를 이용한 광학소자에 관한 것이

고, 또한 본 발명은 디스플레이 등의 표시 디바이스에 이용되는 유기전계발광표시장치에 관한 것이다.

유기전계발광(유기EL)소자는 전계를 인가함으로써, 양극에서 주입된 정공과, 음극에서 주입된 전자와의 재결합에 의

한 에너지에 의해 형광성 물질이 발광하는 원리를 이용한 자발광소자이다. C.W.Tang 등에 의해 적층형 소자에 의한 

저전압 구동 유기전계발광소자(C.W.Tang, S.A.VanSlyke, 어플라이드 피직스 레터즈(Applied Physics Let ters), 5

1권, 913페이지, 1987년 등)의 보고가 이루어진 이래, 유기재료를 구성재료로 하는 유기전계발광소자에 관한 연구가

활발히 행해지고 있다. Tang등은 트리스(8-퀴놀리놀)알루미늄을 발광층에, 트리페닐디아민유도체를 정공수송층에 

이용하고 있다.

적층구조의 이점으로는 발광층으로의 정공의 주입 효율을 높일 수 있고, 음극으로부터 주입된 전자를 블록(block)하

여 재결합에 의해 생성하는 여기자의 생성효율을 높일 수 있고, 발광층내에 생성한 여기자를 봉쇄할 수 있는 것 등을 

들 수 있다.

이 예와 같이 유기전계발광소자의 소자 구조로서는, 정공수송(주입)층, 전자수송성 발광층의 2층형, 또는 정공수송(

주입)층, 발광층, 전자수송(주입)층의 3층형 등이 잘 알려져 있다. 이와 같은 적층형 구조 소자에서는 주입된 정공과 

전자의 재결합 효율을 높이기 위해, 소자 구조나 이와 같은 소자의 형성방법의 연구가 이루어져 있다. 그러나, 유기전

계발광소자에서는 캐리어 재결합시에 스핀통계의 의존성으로 인해 일중항 생성의 확률에 제한이 생기고, 따라서 발

광효율에 상한이 생긴다. 이 상한값은 약 25%로 되어 있다.

또, 유기전계발광소자와 같은 면발광소자에서는, 발광체의 굴절률의 영향 때문에 임계각 이상의 출사각의 광은 전반

사를 일으켜 외부로 취출할 수 없다. 이 때문에 발광체의 굴절률을 1.6으로 하면 발광량 전체의 20% 정도밖에 유효하

게 이용할 수 없다고 예상되고 있다. 이 때문에 에너지의 변환 효율의 한계로서는 일중항 생성 확률을 합해 전체 5% 

정도로 저효율이 되지 않을 수 없다(筒井哲夫「유기전계발광의 현상과 동향」: 월간 디스플레이, Vol.1, No.3, p11, 

1995년 9월 참조). 발광확률에 강한 제한이 생기는 유기전계발광소자에서, 광의 취출 효율은 치명적이라고도 할 수 

있는 효율의 저하를 초래하게 된다.

이 광의 취출 효율을 향상시키는 수법으로서는, 종래 무기전계발광소자 등의 동일한 구조를 가진 발광소자에서 검토

되어 왔다. 예를 들면 기판에 집광성을 갖게 함으로써 효율을 향상시키는 방법(일본 특개소63-314795호 공보)나, 소

자의 측면 등에 반사면을 형성하는 방법(일본 특개평1-220394호 공보)이 제안되어 있다. 또, 기판유리와 발광체 사

이에 중간 굴절률을 가진 평탄층을 도입하여, 반사방지막을 형성하는 방법(일본 특개소62-172691호 공보)도 제안되

어 있다.

또, 일본 특개2002-260844호 공보에는 유기전계발광소자 장치의 발명이 개시되어 있고, 이 장치에 이용되는 화소에

인접하여 기판상에 투명한 폴리머중에 백색의 미립자가, 또는 이 폴리머와 굴절률이 상위한 투명한 미립자를 분산시

킨 격벽을 광도파로로서 설치하여 이루어진 유기전계발광장치의 발명이 개시되어 있다(이 문헌의 도 2 및 특허청구

범위 등 참조).

또, 일본 특개2002-260866호 공보에는 적어도 정공을 주입하는 양극과, 발광 영역을 갖는 발광층과, 전자를 주입하

는 음극을 구비한 유기 전계발광소자가 기재되어 있고, 이 전극 중 적어도 한쪽의 전극이 광투과성을 구비하고, 이 투

과성 전극은 그 내부에 발광층으로부터 방사되는 광의 각도를 변환하는 수단을 함유한 구성이 기재되어 있다(도 1, 

발명의 상세한 수단, 단락번호 0026: 청구항 1).

또, 일본 특개2002-260845호 공보에는 기판과, 복수개의 광변환수단을 구비한, 상기 기판의 한 면 상에 직접 또는 

바탕층을 통해 설치된 1개 또는 복수개의 유기전계발광소자의 발명이 기재되고, 이 상기 1개 또는 복수개의 유기전계

발광소자의 각각에 대해 복수개의 광각도 변환수단이 설치되어 있다. 이 공보에는 광각도 변환수단이 투명물질, 또는

불투명입자, 공기층의 외형의 길이방향이 상기 기판의 두께방향으로 향해 있는 구성으로 했다고 기재되어 있다(이 공

보의 청구항 8).



공개특허 10-2005-0013918

- 4 -

상기 종래 방법은 다음과 같은 문제점이 있다. 기판에 집광성을 갖게 함으로써 광의 취출 효율을 향상시키는 방법이

나, 소자의 측면 등에 반사면을 형성하는 방법은 발광면적이 큰 소자에 대해서는 유효하지만, 도트 매트릭스 디스플

레이 등의 화소면적이 미소한 소자에서는 집광성을 갖게 하는 렌즈나 측면의 반사면 등의 형성 가공이 매우 곤란하다.

또, 유기전계발광소자에서는 발광층의 막두께가 수㎛이하가 되므로, 테이퍼형상의 가공을 실시하여 소자 측면에 반

사경을 형성하는 것은 현재의 미세가공의 기술로는 곤란하며, 또 대폭 비용 상승을 초래한다.

한편, 기판유리와 발광체 사이에 중간 굴절률을 가진 평탄층을 도입하고, 반사방지막을 형성하는 방법은 전방으로의 

광 취출 효율의 개선의 효과는 있지만 전반사를 방지하는 것은 곤란하다. 따라서, 굴절률이 큰 무기전계발광에 대해

서는 유효해도, 비교적 저굴절률의 발광체인 유기전계발광소자에 대해서는 광 취출 효율이 큰 개선효과를 올릴 수는 

없다.

또, 일반적으로 유기전계발광층내를 금속 전극(음극)면 방향으로 향하는 전파광은 금속전극에 의해 큰 전파손실을 받

는다. 이 때문에 효율적으로 이 전파광을 취출하기 위해서는 짧은 간격으로 격벽을 배치할 필요가 있다. 이 때문에 일

본 특개2002-260844호의 발명에서는 소자의 발광부의 면적을 감소시키게 되고, 큰 개선효과를 올릴 수는 없다.

또, 일본 특개2002-260866호의 발명의 구성에서는 전계를 인가할 수 없는 장소의 면적이 증가하므로, 상기 발명과 

마찬가지로 큰 개선 효과를 올릴 수는 없다.

또, 일본 특개2002-260845호의 발명의 구성에서는 임계각 이상의 고각도로 발광한 광을 효율적으로 취출할 수 없

다. 또, 일본 특개2002-260845호에서는 기판내 전체에 이 광각도 변환수단을 분산하면, 성능이 향상한다고 기재되

어 있지만(이 공보의 도 10의 설명 부분의 단락번호 0032 및 도 10), 산란체가 기판의 두께 방향으로 다수 존재하면 

기판이 백색화되어, 발광한 광의 색순도가 저하하는 과제가 존재한다.

이와 같이, 유기전계발광소자의 광의 취출은 아직 불충분한다.

발명이 이루고자 하는 기술적 과제

본 발명은 이와 같이 공기/유리 계면에서 전반사되는 임계각 이상의 발광광을 어떻게 효율적으로 산란시켜 임계각보

다 작은 각도로 출사시킬지에 착안하여 이루어진 것이다.

본 발명의 목적은 유기 전계발광소자의 광취출 효율을 향상시킨 광학소자기판(발광소자기판)을 제공하는데 있다.

발명의 구성 및 작용

본 발명자들은 예의 검토를 실시한 결과, 가시광을 투과하는 광투명성 기판내에 가시광을 산란하는 광산란성부 및 가

시광을 투과하는 광투과성 개구부를 구비한 광학소자용 기판을 유기전계발광소자의 광 취출 기판으로서 사용함으로

써, 광취출 효율이 개선되는 것을 발견했다. 이 광학소자용 기판에 의해 유기전계발광소자의 휘도가 증가한다.

바꿔 말하면, 본 발명의 광학소자용 기판은 가시광을 투과하는 광투명성 기판내에 가시광을 산란하는 광산란성부 및 

가시광을 투과하는 광투과성 개구부를 구비한 광학소자용 기판이고, 상기 광산란성부의 기판 두께 방향의 길이(L) 및

상기 광투과성 개구부의 폭(W)이 하기 수학식 1에 의해 구해지는 것을 특징으로 한다.

수학식 1

W/L ≤ tan(arcsin(n1/n2))

(상기 수학식 1 중, n1은 공기의 굴절률을 나타내고, n2는 광투명성 기판의 굴절률을 나타낸다.)

특히, 상기 광산란성부의 한쪽 단면이 광투명성 기판면과 동일한 것이 바람직하고, 상기 광투과성 개구부가 적어도 1

개의 상기 광산란부에서 분절(分節)됨으로써, 광투명성 기판내에 형성되고, 상기 광투과성 개구부는 기판의 면방향으

로 주기성을 갖고 배치되어 있는 것이 바람직하며, 상기 광학소자용 기판이 적어도 1개 의 표시화소를 형성하기 위한 

광학소자용 기판으로서, 상기 표시화소내에서 상기 광산란성부가 적어도 한 방향으로 연장되어 있는 것이 바람직하

다.
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또, 상기 광산란성부가 상기 표시화소를 분절하는 벽형상 구조체인 것이 바람직하고, 상기 벽형상 구조체로 분절됨으

로써 형성된 상기 광투과성 개구부가 기판의 면방향으로 주기성을 가지고 배치되어 있는 것이 바람직하며, 상기 광투

과성 개구부의 폭(W)이 100nm이상 200㎛이하인 것이 바람직하고, 상기 광투과성 개구부가 기판의 면방향으로 주기

성을 갖고 배치된 광학소자용 기판이 분절하는 벽의 두께와 이에 인접하는 1개의 광투과성 개구부의 폭과의 함량이 1

30nm이상 25㎛이하인 가시광을 투과하는 광투명성 기판의 한쪽면의 면방향으로, 가시광을 산란하는 광산란성부 및 

가시광을 투과하는 광투과성 개구부를 구비하고, 상기 광투과성 개구부가 화소내에서 기판면방향으로 고립되어 있는

것이 바람직하다.

본 발명의 유기전계발광소자는 이와 같은 상기 기재 중 어느 하나의 광학소자용 기판과, 적어도 양극, 발광층으로 이

루어진 유기층 및 음극을 구비한다.

본 발명의 유기전계발광표시장치는 이와 같은 유기전계발광소자를 복수개 구비했다.

본 발명의 상기 목적, 특징 및 이점을 명확히 하기 위해, 첨부한 도면을 참조하면서 실시형태에 의해 본 발명을 이하에

상술한다.

도 1은 본 발명의 광학소자용 기판을 나타내는 모식적 단면도이다. 도 1에 도시된 바와 같이, 본 발명에 의한 광학소

자기판은 가시광을 투과하는 광투명성 기판(10)내에 가시광을 산란하는 광산란성부(20) 및 가시광을 투과하는 광투

과성 개 구부(30)를 구비하고 있다. 또, 도 1에서는 기판면에 대해 수직방향으로 절단한 단면도를 도시하고 있다. 이 

도면에서는 기판면 방향에 대해서는, 이하에 설명하는 도 3 내지 7에 예시한 형상을 갖고 있는 것이 바람직하다. 또, 

도 3 내지 7의 형상은 단순한 예시이고, 본 발명은 광산란성부(22 내지 26) 또는 광투과성 개구부(32 내지 36)가 기

판면 방향으로 고립되어 형성되어 있으면 좋고, 상기 도 3 내지 7에 예시한 형상에 구속받지 않는다.

본 발명의 광투명성 기판(10)은 광학소자로서 기능하기 때문에, 사용시에는 적어도 광학적으로 투명한 것이 필요하

다. 즉, 본 발명에서의 가시광을 투과하는 광투명성 기판(10)은 파장이 400 내지 800nm의 적어도 일부의 광을 투과

하면 좋고, 무기물 또는 유기물이라도 좋다. 이와 같은 기판에 사용 가능한 무기물로서는, 예를 들면 유리를 들 수 있

고, 또 유기물로서는 플라스틱 등을 들 수 있다.

이와 같은 플라스틱으로서는, 폴리에테르설폰(PES), 폴리에틸렌테레프탈레이트(PET), 또는 그 유도체 등의 엔지니

어링플라스틱을 바람직하게 이용할 수 있다. 또, 기판으로서 다른 재질을 복수개 이용해도 좋고, 이것들은 무기끼리, 

또는 유기끼리, 또는 무기와 유기의 혼합체라도 좋고, 1종류 또는 복수의 재질(복수의 유기물의 복합체, 무기물의 복

합체 및 유기물과 무기물의 복합체의 재질)을 이용하여 막형상으로 형성된 기판이라도 좋고, 이 형성된 막형상의 것

에 복수 코팅하여 기판이 형성되어 있어도 관계없다.

본 발명의 광투명성 기판(10)에서는, 바람직하게는 광투과성 개구부(20)가 기판면 방향, 특히 바람직하게는 도 1, 2, 

8, 9, 10, 17 및 18 등에 도시되어 있는 바와 같이, 한쪽의 기판면 방향(기판의 한면의 면방향)으로 고립되어 있다. 즉,

본 발명에서는 광투과성 개구부(20, 21, 27, 28, 29, 201, 202)끼리, 또는 광산란성부(30, 31, 37, 38, 39, 301, 302)

와 광투과성 개구부(20, 21, 27, 28, 29, 201, 202)와는 고립 또는 독립적으로 형성되어 있다. 또, 광투과성 개구부(2

0, 21, 27, 28, 29, 201, 202)는 기판(10)과 광학적으로 동질의 소재로 형성되어 있는 것이 바람직하다. 광학적으로 

동질이라는 것은, 어떤 파장(임의의 파장이라도 좋음)의 광의 굴절률이 같은 것을 의미한다.

본 발명의 광산란성부(20)는 파장 400 내지 800nm의 적어도 일부의 광을 산란하는 것을 말한다. 이 광산란성부(20)

를 구성하는 재료는 무기물이라도 유기물이라도 관계없다. 또, 단일성분일 필요는 없고, 복수 성분으로 구성되어 있어

도 관계없다. 또, 본 발명의 광투과성 개구부(30)라는 것은 광투과성 기판(10)의 기판면의 법선 방향(디스플레이로서 

사용하는 경우의 화면에 대한 수직방향)으로 관찰하여 투명한 부분을 나타낸다. 이와 같이, 본 발명의 광학소자용 기

판은 광산란성부(이 광산란성부가 층형상으로 형성되어 있을 경우에는 이 층)가 기판면 전체를 커버(피복)하고 있는 

구조가 아니다. 이 광학소자용 기판에서는 유기전계발광소자의 전극 근방에서 횡방향으로 전파된 광(기판면 방향 성

분이 큰 광)이 효율적으로 산란되므로, 기판 정면 방향의 휘도가 향상된다.

본 발명을 더 자세히 설명하면, 본 발명의 광투과성 기판에서는 광산란성부(20)와, 광투과성 개구부(30)를 기판면 방

향으로(광학적으로) 교대로 구비(배치)하고 있다. 즉, 광투과성 기판의 기판면의 법선방향으로(기판면에 대해 수직방

향으로) 관찰하여 광산란성부(20) 및 광투과성 개구부(30)가 기판면 방향(한쪽면의 기판면 방향)으로 교대로 구비되

어 있는 것이다.

이 교대로 구비되어 있는 것은 반드시 주기성을 가질 필요는 없지만, 설계상 또는 제조상의 편리성 등으로 인해 광산

란성부(20) 및 광투과성 개구부(30)가 기판면 방향, 바람직하게는 한쪽 기판면(한쪽면)의 면방향으로 주기적으로 구

비되어 있는 것이 바람직하다. 이와 같은 주기로서는 임의로 설정할 수 있지만, 길이를 기준으로 한 경우, 상기 분절하

는 벽의 두께와, 이에 인접하는 광투과성 개구부의 1개의 폭의 함량이 130nm 이상 25㎛ 이하인 것이 바람직하다.
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또한, 이 주기성은 기판면 내에 복수로 존재하여도 상관없다. 이 주기성은 장소에 따라 다르게 되어도 좋고, 기판면 

내의 방향에 따라 다르게 되어있어도 좋다. 또한, 광투과성 개구부의 폭은 100㎚이상 20㎛이하, 바람직하게는 110㎚

이상 10㎛이하에 있는 것이 바람직하다.

계속해서, 도 3을 참조하여 본 발명에 사용되는 가시광을 산란하는 광산란성부의 구조에 대해 설명한다. 광산란성부(

22, 23, 24, 25, 26)의 구조는 도 3에 도시한 바와 같이, 스트라이프형상의 구조(22)라도, 도 4나 도 5에 도시한 도트

형상의 구조(23, 24)라도 좋고, 또, 도 6이나 도 7에 도시한 벽형상으로 형성된 구조(25, 26)라도 관계없다. 기판면의 

광산란성부의 면적은 기판면의 면적의 0.5 내지 60%가 바람직하고, 특히 5 내지 30%가 보다 바람직하다. 또, 본 발

명의 광투과성 기판의 광산란성부는 광을 산란하는 기능을 갖는 것으로서, 광을 차폐하지 않는다.

즉, 광투과성 개구부가 적어도 1개의 상기 광산란부에서 분절됨으로써, 광투과성 기판내에 형성되어 있는 구조이면, 

어떤 패턴이라도 좋고, 그 구체적인 구조는 본 실시형태에서 설명하는 구체적인 예시에 제한받지 않고, 이외의 구조

라도 관계없다. 특히, 도 3 또는 도 6에 도시한 바와 같이, 표시화소 내에서 상기 광산란성부(22, 25)가 적어도 한 방

향으로 연장되어 있는(연속해서 형성되어 있는) 것이 바람직하다. 또, 광산란성부의 간격이나, 광산란성부와 광투과성

개구부의 비는 임의로 설정할 수 있다. 또, 도 3에 도시한 예에서는 표시화소내에서 적어도 한 방향으로 연장되어 있

는 예를 나타낸다. 즉, 광산란성부(22)가 일축 방향으로 연장되어 있다. 또, 도 6에 도시한 예에서는 연장된 일축방향

의 광산란성부(25)가 교차되어 있다. 이 예에 나타내는 바와 같이, 표시화소내에서 교차함으로써, 분절된 1화소의 형

상은 다각형(직사각형:사각형(예를 들면 정방형), 또는 정다각형:정오각형, 정육각형 등)으로 형성되어 있어도 좋다. 

이 분절된 1화소는 벽형상 구조체로 인접하는 화소와 분절되어 형성되어 있는 것이 바람직하다. 이 분절된 화소(의 

집합체)는 도 3, 도 6 또는 도 7에 도시한 바와 같이 기판면 방향으로 주기성을 갖고 있는 것이 본 발명의 기판으로서 

바람직하다. 또, 상기한 바와 같이 이와 같은 주기로서는 임의로 설정할 수 있지만, 길이를 기준으로 한 경우, 상기한 

분절하는 벽의 두께와 이에 인접하는 광투과성 개구부의 하나의 폭의 함량이 130nm이상 25㎛이하인 것이 바람직하

다. 또, 이 주기성은 기판면내에 복수 존재해도 좋다. 이 주기성은 장소에 따라서 달라도 좋고, 기판면내의 방향에 따

라서 달라도 좋다. 이 광투과성 개구부의 폭은 100nm이상 20㎛이하, 바람직하게는 100nm이상 10㎛이하인 것이 바

람직하다.

또, 광산란성부의 형상도, 사용하는 광투명성 기판이나 광산란성부의 구성재료 등에 의해 임의로 선택할 수 있다. 즉, 

도 8에 도시한 바와 같이 광산란부(27)의 깊이 방향의 면이 광투명성 기판(12) 면에 대해 반드시 수직방향으로 설치

되어 있을 필요는 없고, 광투명성 기판면(이 면은 대략 평면)에 대해 경사진 면을 갖고 있어도 관계없다. 또, 도 9에 도

시한 바와 같이 광산란성부(28)와 광투명성 기판(13)의 계면은 반드시 평활한 평면일 필요도 없고, 요철을 갖고 있어

도 좋다. 이 경우, 그 요철이 산란에 기여하도록 형성되어 있어도 좋다. 예를 들면, 이와 같은 면은 원자형상 불소 등을

방전에 의해 형성하여 표면에 요철형상으로 형성하는 반도체의 제조공정에서 사용되는 건식법 또는 불화수소산 등을

사용한 에칭액을 사용한 습식법에 의해 표면에 요철을 형성할 수 있다. 또, 본 발명의 광투과성 기판에서는 유기전계

발광소자에 사용하는 경우, 도 10에 도시된 바와 같이 평탄화층(40)을 코팅하여 형성해도 좋다. 이 때, 광산란성층과 

양극(50)과의 간격을 가능한 작게 하는 것이 바람직하므로, 평탄화층(40)의 두께는 100nm이하인 것이 바람직하다.

광산란성부의 광투명성 기판의 두께 방향(기판면의 법선방향)에 있어서의 길이는 임의로 설정할 수 있다. 이와 같은 

유기전계발광소자의 광 취출 효율을 향상시키기 위해, 예를 들면 도 11에 도시된 바와 같이 광투과성 기판(15)과 공

기와의 계면의 임계각(51) 보다도 큰 각도의 출사광을 산란시키도록 광산란성부(200)의 기판의 두께방향의 길이를 

설정할 수 있다. 이 경우, 임계각(51)은 광투과성 기판(15)과 공기의 굴절률에 의존하며, 공기의 굴절률과 광투과성 

기판(15)의 굴절률을 각각, 'n1”, “n2”로 하면 임계각(θc)은 식:θc=arcsin(n1/n2)로 표시된다. 그리고, 본 발명에서

는 도 10에 도시한 바와 같이, 깊이(기판방향의 길이; 41)를 “L”로 하고, 광투명성 개구부의 사이즈(광투과성 개구부;

42)를 “W”로 하면 수학식 1로서 W/L≤tan(arcsin(n1/n2))로 표시되는 관계를 갖는 것이 바람직하다. 또, 도 8 및 도 

9에서, “L”은 광산란성부(27, 28)의 기판 두께 방향의 길이를 나타내고, “W”는 광투과성 개구부(37, 38)의 폭을 나

타낸다. 또, 광투명성 기판의 기판면에서 발광 중심까지의 거리에 의해, 임계각 이상의 출사광을 산란하기 위해 필요

한 광산란성부의 높이를 설정할 수도 있다. 특히, 도 1, 도 8 또는 도 9에 도시한 바와 같이, 광산란성부(20, 27, 28)의

한쪽 면이 광투명성 기판(10, 12, 13)의 면(단면)인 것이 바람직하다.

유기전계발광소자를 본 발명의 광학소자용 기판상에 형성하는 경우, 기판의 평활성을 확보하기 위해, 광산란성부가 

광투명성 기판중에 매립된 구성이나 광산란성부의 단이 광투명성 기판의 표면의 위치가 일치한 구성이 바람직하다.

본 발명에 사용되는 광산란성부와 광투명성부를 구비한 광학소자용 기판의 제조방법에 대해 계속해서 설명한다. 이 

제조방법으로서는 기판에 홈을 형성한 후, 광산란성 재료를 형성한 이 홈에 매립하는 방법, 또는 기판상에 광산란성 

재료를 배치한 후, 광투명성 재료(광투과성 개구부를 형성하는 재료)로 덮는 방법을 채용할 수 있다.

상기 홈을 형성하는 방법으로서, 이 홈을 패턴형상으로 형성하는 방법을 채 용한 경우, 공지 방법, 예를 들면 광감광

재료를 이용한 통상의 노광 공정을 이용할 수 있다. 또, 이 홈을 패턴형상으로 형성하는 방법으로서, 각종 인쇄 공정을

이용해도 좋다.
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도 12는 이와 같은 홈을 형성할 때, 마스크(72)를 이용한 노광공정을 도시한 것이다. 이 마스크(72)를 이용한 노광 공

정에서는 목적으로 하는 홈의 피치나 라인과 스페이스(홈과 폭과 홈 간격)의 비를 임의로 설계할 수 있다.

도 13은 레이저의 2광속 간섭 노광공정에 의해, 홈을 형성하는 일례를 도시한 것이다. 레이저의 2광속 간섭 노광공정

에서는, 대면적의 노광이 단시간에 가능하고, 광산란성부를 주기 구조로 형성하는데는 특히 유효하다. 이 방법에서는 

주기 구조의 피치(d)는 이 노광에 사용되는 레이저의 파장을 “λ”, 기판상의 감광성 재료(74)로 조사하는 2광속 레이

저의 교차각을 “θ”로 하면, d=(λ/2)/[sin(θ/2)]가 된다. θ를 크게 할수록 d는 작아지고, 교차각이 180°일 때 d는 

최소값의 λ/2가 된다. 예를 들면, 아르곤이온레이저를 이용하여 λ=488nm의 레이저광을 조사한 경우, d〉244nm이

된다. 즉, 교차각을 조정하는 것만으로 피치를 244nm보다 큰 임의의 값으로 간단히 설정할 수 있다.

상기 2광속 간섭 노광공정에 이용되는 레이저광으로서는, 제한되지 않지만 예를 들면, 고체 레이저, 기체 레이저, 반

도체 레이저, 색소 레이저 등의 광원을 자유롭게 사용하여 d의 값을 적절히 설정할 수 있다.

유기전계발광소자에 포함되는 회절격자의 작성에 사용하는 경우, 가시광과 동일 정도의 파장의 레이저광원을 사용하

는 것이 바람직하다. 이를 위해 이 공정 에는 YAG레이저, YAG레이저 배파(倍波), YAG레이저 3배파, 색소레이저, H

e-Ne레이저, Ar이온레이저, Kr이온레이저, Cu증기레이저, He-Cd레이저, N 2 레이저 등의 광원을 예로 들 수 있다.

패턴 형성에 이용하는 감광성 재료로서는, 포지티브형 레지스트재료, 네가티브형 레지스트재료 등에서 적절히 선택할

수 있다 도 14에 도시된 감광성 재료(74)에 패턴을 형성한 후, 에칭을 실시하여 도 15에 도시된 홈(90)을 얻을 수 있

다. 이 에칭은 공지된 방법에서 적절히 선택할 수 있다. 예를 들면, 웨트에칭, 반응성 가스에칭, 이온미링 등을 홈을 형

성하는 방법으로 들 수 있다.

계속해서, 홈(90)을 광산란성 재료(91)로 충전하는 방법에 대해 설명한다. 이 방법으로서는 졸겔법과 같은 웨트공정

도 사용할 수 있고, 또 스파터, 증착, CVD와 같은 진공 공정도 채용할 수 있다. 이 때, 홈(90) 부분에만 광산란성 재료

(91)를 충전해도 좋고, 도 16에 도시한 바와 같이 광산란성 재료(91)를 기판면 전체에 성막한 후, 연마 등(예를 들면, 

CMP법 등)의 공정에 의해 광투과성부상에 설치한 광산란성 재료(91)를 제거할 수 있다. 광산란성 재료(91)로서는 굴

절률이 다른 재료의 복합체를 이용할 수 있다. 복합체의 구성으로서는 다공성 SiO 2 막과 같이 고체/기체의 복합체라

도 좋고, SiO 2 /TiO 2 와 같은 고체/고체의 복합체를 이용해도 좋다(복합체는 막형상이라도 관계없다). 한편, 홈(90)

의 벽면에 요철을 갖고 있을 경우에는 반드시 광산란성 재료(91)를 충전할 필요는 없지만, 충전할 경우에는 충전재료

로서 고체가 바람직하지만, 질소 등의 기체나 액체라도 관계없고, 산란성을 가지면 좋다.

본 발명의 유기전계발광소자는 광학소자용 기판과, 양극과, 적어도 발광층으로 이루어진 유기층과 음극을 구비한다. 

이와 같은 본 발명에 따른 유기전계발광소자의 소자 구조의 구체예로서는, 도 17 및 도 18에 도시된 바와 같이 전극(

520, 500, 501)사이에 유기층(510, 530, 540)을 1층 또는 2층이상 적층한 구조를 갖고 있다. 예를 들면, 그 예로서는

양극/발광층/음극으로 이루어진 구조, 양극/정공수송층/발광층/전자수송층/음극으로 이루어진 구조, 양극/정공수송

층/발광층/음극으로 이루어진 구조, 양극/발광층/전자수송층/음극으로 이루어진 구조 등을 들 수 있다. 또, 본 발명의 

유기전계발광소자로서는 저분자 타입, 고분자 타입 양쪽을 이용할 수 있다.

본 발명에 이용되는 정공수송재료는 특별히 한정되지 않지만, 정공수송재로서 통상 사용되는 화합물이면 어느 것을 

사용해도 좋다. 이와 같은 정공수송재료의 구체예로서는, 예를 들면 하기의 비스(디(P-트릴)아미노페닐)-1,1-시클로

헥산, N-N’-디페닐-N-N’-비스(3-메틸페닐)-1-1’-비페닐-4-4’-디아민, N-N’디페닐-N-N-비스(1-나프틸)-1,1’

-비페닐)-4-4’-디아민 등의 트리페닐디아민류나 스타바스트형 분자 등을 들 수 있다.

본 발명에 이용되는 전자수송재료는 특별히 한정되지 않고, 전자수송재로서 통상 사용되는 화합물이면 어느 것을 사

용해도 좋다. 전자수송재료의 구체예로서는, 예를 들면 2-(4-비페닐)-5-(4-t-부틸페닐)-1,3,4-옥사디아졸, 비스{2

-(4-t-부틸페닐}-1,3,4-옥사디아졸}-m-페닐렌 등의 옥사디아졸 유도체, 트리아졸 유도체, 퀴놀리놀 금속착체를 들

수 있다.

본 발명에 사용되는 발광재료는 특별히 한정되지 않고, 발광재료로서 통상 사용되는 화합물이면 어느 것을 사용해도 

좋다. 예를 들면 디스티릴아릴렌유도체(일본특개평2-247278호 공보, 일본특개평5-17765호 공보), 쿠마린유도체, 

디시아노메틸렌피란유도체, 페릴렌유도체(일본특개소68-264692호 공보), 또 방향족 고리계 재료(일본특개평8-298

186호, 일본특개평9-268284호 공보)나 안트라센계 화합물(일본특개평9-157643호 공보, 일본 특개평9-268283호 

공보, 일본 특개평10-72581호 공보), 퀴나크리돈유도체(일본 특개평5-70773호 공보) 등을 들 수 있다.

유기전계발광소자의 양극은 정공을 정공수송층에 주입하는 역할을 담당하는 것이며, 4.5eV이상의 일함수를 갖는 것

이 효과적이다. 본 발명에 이용되는 양극재료의 구체예로서는, 산화인듐주석합금(ITO), 산화물(NESA), 금, 은, 백금, 

구리 등을 들 수 있다. 또 음극으로서는 전자수송띠 또는 발광층에 전자를 주입하는 목적으로 일함수가 작은 재료가 

바람직하다. 음극재료는 특별히 한정되지 않지만, 구체적으로는 인듐, 알루미늄, 마그네슘, 마그네슘-인듐 합금, 마그
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네슘-알루미늄 합금, 알루미늄-리튬 합금, 알루미늄-스칸듐-리튬합금, 마그네슘-은합금 등을 사용할 수 있다. 또 본

발명의 유기전계발광소자는 패시브(passive) 구동으로 이용할 수도 있고, 박막트랜지스터(TFT) 등의 액티브소자를 

부가하여 액티브구동으로 이용할 수도 있다. 본 발명의 유기전계발광소자의 각 층의 형성방법은 특별히 한정되지 않

고, 공지된 방법에서 적절히 선택할 수 있다. 예를 들면, 진공증착법, 분자선 증착법(MBE법) 또는 용매 또는 분산매에

용액 또는 분산액에 디핑법, 스핀코팅법, 캐스팅법, 바코팅법, 롤코팅법 등의 도포법에 의해 형성하는 방법 등을 들 수

있다.

또, 본 발명의 유기전계발광표시장치는 상기 유기전계발광소자를 복수개 구비하고 있다. 이 표시장치의 구동방법은 

액티브라도 패시브라도 좋고, 특별히 제한되지 않는다.

도 19 및 20은 본 발명의 광학소자용 기판을 포함하는 능동 매트릭스 유기전계발광소자의 단면 모식도의 일례이다.

도 19 및 20을 참조하면, 발광영역 및 화소 구동회로영역을 갖는 광투명성 기판(600)을 제공한다. 상기 광투명성 기

판(600)의 상기 발광영역에 광산란성부(650)와 광투과성 개구부(651)가 형성될 수 있다(도 19). 이와는 달리, 상기 

광투명성 기판(600)의 상기 발광영역 및 상기 화소 구동회로영역에 광산란성부(650)와 광투과성 개구부(651)가 형

성될 수 있다(도 20). 상기 광산란성부(650), 상기 광투과성 개구부(651) 및 상기 광투명성 기판(600)은 광학 소자용 

기판을 구성한다. 상기 광학 소자용 기판은 상술한 실시예들의 기판과 같은 구조를 갖는다.

상기 광학 소자용 기판 상에 완충층(601)을 형성한다. 상기 화소 구동회로영역의 완충층(601) 상에 박막트랜지스터

와 캐패시터(620)를 형성한다. 상기 박막트랜지스터는 n 또는 p 형 반도체층(602), 상기 반도체층(602)을 매립하는 

게이트 절연막(603), 상기 반도체층(602)에 대응하는 게이트 전극(604), 상기 게이트 전극(604)을 매립하는 제 1 절

연막(605), 드레인 전극(607a) 및 소오스 전극(607b)을 구비한다. 상기 드레인 전극(607a)과 상기 소오스 전극(607b

)은 상기 제 1 절연 막(605) 및 상기 게이트 절연막(603) 내에 형성된 콘택홀들(606a, 606b)을 통해 상기 반도체층(6

02)의 양단부와 각각 연결된다. 상기 캐패시터(620)는 상기 제 1 절연막(605)에 의해 매립된 하부 전극(621)과, 상기

제 1 절연막(605) 상에 형성되어 상기 소오스 전극(607b)에 연결되고 상기 하부 전극(621)에 대향하는 상부전극(62

2)을 구비한다.

상기 제 1 절연막(605) 상에 제 2 절연막(608)을 형성한다. 상기 제 2 절연막(608) 상에 상기 드레인 전극(607a)에 

전기적으로 연결된 제 1 전극층(609)을 형성한다. 상기 제 1 전극층(609)을 노출시키는 개구부를 갖는 평탄화막(610

)을 형성한다. 상기 개구부는 상기 발광영역 상에 위치한다. 상기 제 1 전극층(609) 상에 유기막(611)을 적층한다. 상

기 유기막(611)과 상기 평탄화막(610) 상에 제 2 전극층(612)을 형성한다.

한편, 투명도전물질 예를 들어, ITO로 형성된 상기 제 1 전극층(609)과 상기 광투명성 기판(600)을 구비하는 배면발

광 유기전계발광소자에서는 상기 완충층(601), 상기 게이트 절연막(603), 상기 제 1 및 상기 제 2 절연막들(605, 608

) 각각은 투명물질로 형성된다.

이 때, 상기 광산란성부(650)과 상기 광투과성 개구부(651)의 위치는 상술한 실시예에 의해 제한되지 않고, 고굴절율

을 갖는 층들 사이에 있을 수 있다. 예를 들어, 상기 광산란성부(650)과 상기 광투과성 개구부(651)는 상기 제 2 절연

막(608)의 발광영역 내에 형성될 수 있다(도 21 참조)

이하, 본 발명을 실시예에 의해 더 상세히 설명한다. 본 발명은 이와 같은 실시예에는 구속받지 않고, 명세서의 다른 

부분 및 도면에 기재 또는 개시한 사항에 의하여 그 구체적인 범위가 개시되어 있다. 또, 본 발명의 실시예에서는 유기

전계발광소자의 발광 특성의 측정은 휘도계(TOPCON BM-5A)를 기판 법선방향으로 배치하여, 집광각 0.1도의 조건

으로 실시했다.

(실시예)

석영기판(굴절률 1.457)상에 감광성 레지스트재료로서 포지티브형 레지스트 재료를 스핀코터로 4000Å의 두께로 성

막하고, 그 후 포토마스크를 사용하여 레지스트 재료를 패턴화했다.

광원으로서, Hg-Xe램프(파장:250nm)를 사용했다. 이 때, 마스크패턴은 주기 1.0㎛, 라인폭 0.75㎛이고, 스페이스폭

이 0.25㎛인 스트라이프형상의 것을 사용했다. 이 마스크를 사용하여 1회 노광한 후에 마스크를 90°회전시켜, 다시

한번 동일한 조건으로 노광을 실시했다. 이와 같은 노광 후에 알칼리현상액으로 처리하여 레지스트패턴을 형성했다. 

SEM관찰 결과, 목적으로 하는 격자형상 패턴을 제작할 수 있는 것을 확인했다. 작성한 레지스트패턴 부착 석영기판

을 반응성 가스에칭(사무코RIE1ONR)에 의해 에칭했다. 에칭은 반응성 가스로서, CF 4 (압력 4Pa, 유량20SCCM)을 

사용하여, 출력 100W의 조건으로 에칭을 실시했다. 2080초간 이 에칭을 실시하여 석영기판에 10000Å의 깊이의 홈

을 팠다.
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계속해서, 형성된 홈을 희불산으로 처리하고, 홈의 내면에 요철을 형성했다. 리무버로 레지스트 재료를 제거하고, 형

성한 홈에 TiO 2 가 형성되는 졸겔법에 사용되 는 분산액을 도포하여 저온 소성의 졸겔법에 의해 TiO 2 의 매립을 

실시했다. 계속해서, CMP법(Chemical-mechanical polishing)에 의해 기판 표면의 연마를 실시하여, 기판표면을 평

탄화했다. 기판 표면의 평활도를 측정한 바, Ra=2nm이였다. 이 기판은 TiO 2 /석영계면 및 TiO 2 자신에 의해 양호

한 산란을 나타냈다. 이 기판상에 ITO를 스퍼터링법에 의해 시트저항이 20Ω/□이 되도록 성막했다. ITO의 막두께는

100nm으로 했다.

계속해서, 성막한 ITO상에 유기층으로서 이하의 2층을 형성했다. 우선 정공수송층으로서, N,N’-비스(3-메틸페닐)-

N,N’-디페닐-[1,1’-비페닐]-4,4’-디아민을 진공증착법으로 50nm 형성하고, 계속해서 발광층으로서 트리스(8-퀴

놀리놀)알루미늄을 진공증착법에 의해 70nm 형성했다. 계속해서, 음극으로서 마그네슘-은합금을 증착속도비 9:1(원

자중량비)로 진공증착법으로 공증착한 막을 150nm 형성하여 유기전계발광소자를 작성했다. 발광부의 면적은 4㎟으

로 했다.

제작한 이 소자에 5mA/㎠의 직류를 인가한 바, 275cd/㎡의 발광이 얻어졌다. 비교예 1의 유기EL소자에 비해 발광효

율이 향상되어 있는 것이 확인되었다.

비교예

광산란성부를 구비하지 않은 것 이외는 모두 실시예 1에서 제작한 유기 전계발광소자와 동일하게 하여 소자를 제작

했다. 이 소자에 5mA/㎠의 직류를 인가한 바, 190cd/㎡의 발광이 얻어졌다.

(실시예 2)

석영기판(굴절률 1.457)상에 감광성 레지스트재료로서 포지티브형 레지스트 재료를 스핀코터로 4000Å의 두께로 성

막하고, 2광속 레이저 간섭노광계에 의해 성막한 감광성재료를 노광했다. 이 2광속 레이저 간섭 노광에 이용한 레이

저광원으로서, Ar이온레이저(파장:488nm)를 사용하여, 이하와 같은 조건으로 노광했다.

빔스프리터로 레이저광을 2광속으로 분기하고, 또 미러를 사용하여 기판 표면상에서 교차각 약 31도가 되도록 간섭

노광(레이저 조사 강도:100mA/㎠이고 노광시간 15초)를 실시했다. 이와 같은 노광을 1회 실시한 후에 기판을 90°

회전시켜, 다시한번 동일한 조건하에서 노광을 실시했다.

노광 후, 알칼리현상액 AZ300MIF(클라리언트제팬사제)로 처리하여, 격자형상 패턴을 형성했다. SEM관찰 결과, 약 

475nm피치의 주기구조가 얻어졌다. 라인과 스페이스의 비(패턴간격과 패턴폭의 비)는 거의 3대 1이였다. 제작한 레

지스트패턴부착 석영기판을 반응성 가스 에칭(사무코RIE-10NR)에 의해 에칭했다. 에칭은 반응성 가스로서 CF 4 (

압력 4Pa, 유량 20SCCM)을 사용하여, 출력 100W의 조건으로 실시했다. 1040초간의 에칭에 의해 석영기판에 5000

Å 파서 홈을 형성했다. 계속해서 형성된 홈을 희불산으로 처리하여, 홈 내면에 요철을 형성했다. 그 후, 리무버로 레

지스트재료를 제거했다. 또, 졸겔법에 의해 TiO 2 의 다공질막을 사용하여 홈을 매립하여 평탄화했다. 계속해서, CM

P법에 의해 TiO 2 의 연마를 실시했다. 이 연마에 의해 석영기판면상에서 TiO 2 의 주기구조를 제작할 수 있었다. 실

시예 1과 동일하게 하여 기판 표면의 평활성을 측정한 바, 기판 표면의 평활성은 Ra=2nm이였다. 이 기판은 TiO 2 /

석영계면 및 TiO 2 자신에 의해 약한 산란을 나타냈다. 이 기판상에 ITO를 스퍼터링법에 의해 시트저항이 20Ω/□이

되도록 성막했다. ITO의 막두께는 100nm으로 했다.

계속해서, ITO상에 유기층으로서, 이하의 2층을 형성했다. 우선 정공수송층으로서 N,N’-비스(3-메틸페닐)-N,N’-디

페닐-[1,1’-비페닐]-4,4’-디아민을 진공증착법으로 50nm 형성하고, 계속해서 발광층으로서 트리스(8-퀴놀리노라

트)알루미늄을 진공증착법에 의해 70nm 형성했다. 계속해서, 음극으로서 마그네슘-은합금을 증착속도비 9:1로 진공

증착법으로 공증착한 막을 150nm 형성하여 유기전계발광소자를 작성했다. 발광부의 면적은 4㎟으로 했다. 이 소자

에 5mA/㎠의 직류를 인가한 바, 250cd/㎡의 발광이 얻어졌다.

발명의 효과

이상 설명한 바와 같이, 본 발명의 기판의 사용에 의해 기판 정면 방향의 휘도가 향상되고, 시인성이 우수한 유기 전

계발광소자를 제공하는 것이 가능해진다.

(57) 청구의 범위

청구항 1.
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가시광을 투과하는 광투명성 기판 내에 가시광을 산란하는 광산란성부; 및

가시광을 투과하는 광투과성 개구부를 구비한 광학소자용 기판이고, 상기 광산란성부의 기판 두께 방향의 길이(L) 및

상기 광투과성 개구부의 폭(W)이 하기 수학식 1에 의해 구해지는 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

(수학식 1)

W/L≤tan(arcsin(n1/n2))

(상기 수학식 1 중, n1은 공기의 굴절률을 나타내고, n2는 광투명성 기판의 굴절률을 나타낸다.)

청구항 2.
제 1 항에 있어서,

상기 광산란성부의 한쪽 단면은 광투명성 기판면과 동일한 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 3.
제 1 항 또는 제 2 항에 있어서,

상기 광투과성 개구부는 적어도 1개의 상기 광산란부에서 분절됨으로써, 광투명성 기판내에 형성되고,

상기 광투과성 개구부는 기판의 면방향으로 주기성을 갖고 배치되어 있는 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 4.
제 1 항 내지 제 3 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 광학소자용 기판은 적어도 1개의 표시화소를 형성하기 위한 광학소자용 기판으로서, 상기 표시화소내에서 상기

광산란성부가 적어도 한 방향으로 연장되어 있는 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 5.
제 4 항에 있어서,

상기 광산란성부는 상기 표시화소를 분절하는 벽형상 구조체인 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 6.
제 5 항에 있어서,

상기 벽형상 구조체로 분절됨으로써 형성된 상기 광투과성 개구부가 기판의 면방향으로 주기성을 가지고 배치되어 

있는 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 7.
제 1 항 내지 제 6 항 중 어느 한 항에 있어서,

상기 광투과성 개구부의 폭(W)은 100nm 이상 20㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 8.
제 3 항 또는 제 6 항에 있어서,

상기 광투과성 개구부는 기판의 면방향으로 주기성을 갖고 배치된 광학소자 용 기판으로서, 분절하는 벽의 두께와 이

에 인접하는 1개의 광투과성 개구부의 폭의 함량이 130nm 이상 25㎛ 이하인 것을 특징으로 하는 광학소자용 기판.

청구항 9.
제 1 항의 광학소자용 기판, 양극 및 적어도 발광층으로 이루어진 유기층과, 음극을 구비하는 것을 특징으로 하는 유

기전계발광소자.

청구항 10.
제 9 항의 유기전계발광소자를 복수개 구비하는 것을 특징으로 하는 유기전계발광표시장치.
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摘要(译)

本发明使用具有用于散射可见光的光散射部分的光学元件基板和用于透射可见光的透光基板中的可见光的透光开口部分，作为有机
电致发光元件的光输出基板。结果，提高了向基板外部的光提取效率，并且可以获得具有高亮度和高亮度的有机EL器件，以提高有
机电致发光器件的光提取效率。从而提供一种设备。 1 指数方面 有机电致发光元件，光提取效率，光散射部分，光 -
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